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1. WSTEP

W wielu dziedzinach dzialalnos$ci czlowieka urzadzenia elektroniczne stajq sie nie-
odzownym elementem, bez ktorych trudno sobie wyobrazi¢ funkcjonowanie we wspot-
czesnym S$wiecie. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen informatycznych, teleko-
munikacyjnych, medycznych i wielu innych; nie sposéb wszystkich ich wymieni¢.
Obserwuje si¢ rOwniez nieustannie wzrastajacy popyt na zminiaturyzowana elektroni-
ke uzytkowa o wysokim poziomie funkcjonalnosci. Dotyczy to migdzy innymi takich
urzadzen, jak: telefony komorkowe, kamery cyfrowe i aparaty fotograficzne, kompute-
ry osobiste, pamigci przenos$ne (ang. pendrive) itp. Jednym z podstawowych kryteriow
oceny funkcjonalnosci urzadzenia elektronicznego jest szybko$¢ jego dziatania. Na
podstawie tego kryterium (dokladniej — czgstotliwosé taktowania zegaréw mikroproce-
sorowych) na rysunku 1.1 przedstawiono kierunek rozwoju przemysh elektronicznego
poczawszy od lat osiemdziesiatych zeszlego stulecia do najblizszej przysztosci.

Rys. 1.1. Kierunek rozwoju przemystu elektronicznego wg [1]

Wzrost czestotliwoscei pracy przyrzadow polprzewodnikowych jest mozliwy dzig-
ki zastosowaniu coraz to nowoczesniejszych technologii wytwarzania struktur polprze-
wodnikowych. Podstawowa komorka sktadowa kazdego przyrzadu potprzewodnikowe-
go (ukfadu scalonego) jest tranzystor. W chwili wynalezienia zajmowal on przestrzen
kilkunastu centymetréw szesciennych, a juz we wczesnych latach dziewigédziesiatych
ubieglego stulecia wytwarzano tranzystory w skali rzedu 500 nm. W chwili obecnej do-
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minujg konstrukcje, w ktérych podstawowe odlegtosei sg znacznie mniejsze niz 100 nm.
Miniaturyzacja rozmiaréw tranzystora odbywa si¢ w mysl zasady prawa Moore’a, ktére
mowi, ze ekonomicznie optymalna liczba tranzystoréw w uktadzie scalonym ulega po-
dwojeniu co 18 miesigcy. Oczywiscie rozmiary tranzystora nie moga by¢ zmniejszane
w nieskonczonos¢ 1 niebawem prawo Moore’a przestanie obowiazywac.

W wyniku tak znacznego postgpu technologicznego powstaje konieczno$¢ umiesz-
czenia na okreslonej powierzchni uktadu scalonego coraz wigkszej liczby wyprowa-
dzen, ktore pozwalajg na przylaczenie do struktury pétprzewodnikowej wejsciowych
1 wyjsciowych sygnatéw. Innymi stowy, nieustanny wzrost miniaturyzacji przyrzadow
polprzewodnikowych stwarza konieczno$¢ zageszczenia wyprowadzen w obudowach
uktadéw scalonych. Przyczynilo si¢ to do opracowania w latach dziewigé¢dziesigtych
ubieglego stulecia obudéw typu BGA (ang. Ball Grid Array) i p6zniej CSP (ang. Chip
Scale Package), ktore do chwili obecnej sg najczesciej stosowanymi obudowami wielo-
wyprowadzeniowych uktadéw scalonych (rys. 1.1).

Niezaleznie od zlozonos$ci oraz przeznaczenia urzadzenia elektronicznego, nie-
odzowng jego czg¢scia, oprocz podzespoléw elektronicznych, jest ptytka obwodu dru-
kowanego. Stanowi ona zaréwno obwdd elektryczny, za pomoca ktdrego taczone sg ze
soba w sie¢ podzespoty elektroniczne, jak réwniez pelni ona role no$nika mechanicz-
nego dla wszystkich przylaczanych podzespotow. W zaleznosei od rodzaju montowa-
nych na plytce podzespotéw elektronicznych wymagany jest odpowiedni sposéb ich
montazu. Na rysunku 1.2 przedstawiono rozwoj technik montazu podzespotéw na ptyt-
kach obwodéw drukowanych w zalezno$ci od postgpujacej miniaturyzacji podzespo-
16w elektronicznych.



